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 چکیده

سازی مصرف تووان، کواهش مسواحت با هدف کاهش اتلاف انرژی، بهینه  یهایی اخیر، توجه محققان به طراحی مدارهادر سال

مودارهای  طراحینقش مهمی در  پذیررگشتاست. منطق بتوسط مدار جلب شده تولیدی حرارت  سازی و حداقلیاس نانو، مدار تا مق

بوا تووان  CMOSمودارهای  طراحوی و تکنولوژی، پردازش کوانتوومی،نانو های مبتنی برتمسدر سی کهکند، به طوریایفا میدیجیتالی 

عرفی شده اسوت م MRام به ن 4×4پذیر جدید گیت برگشت نشان داده است. در این مقاله، یک از خود ایگستردهمصرفی کم کاربرد 

گیوت  سوازی ترانییسوتورید. پیادهگیرمورد استفاده قرار  تک بیتیگر کننده و تفریقبه عنوان مدارهای جمع که به تنهایی قادر است

مودار  MRگیوری از گیوت ه شده است. با بهورهارائ نمایش کوانتومی این گیتهم چنین  و CMOSاز تکنولوژی  استفادهپیشنهادی با 

از نظور  پیشونهادی د. مودارهایوشتی موازی ارائه میهشت بی گریقکننده/ تفرجمعتمامگر تک بیتی و سپس تفریق کننده/جمعتمام

و هیینوه  پذیر مورد نیوازهای بلا استفاده، تعداد گیت برگشت ، تعداد خروجیهای ثابتورودیستور مورد استفاده، تعداد تعداد ترانیی

سوازی ترانییسوتوری گیوت از پیادهحاصل  یخروج یهایگنالس است. بهبود یافتهبا مدارهای نظیر پیش از خود  در مقایسهکوانتومی 

MR افیار با استفاده از نرمH-Spice باشدمی ه شدهگر صحت عملکرد مدار ارائبیان.    

 کلمات کلیدی

 با توان مصورفی کوم، CMOSطراحی ی کوانتومی، هیینههای مبتنی بر نانوتکنولوژی، پردازش کوانتومی، پذیر، سیستممنطق برگشت

 پذیرگر برگشتکننده/ تفریقجمعپذیر، تمامبرگشت کنندهتفریقپذیر، سلول تمامکننده برگشتسلول تمام جمع

 

 مقدمه -1
ارهای مجتمع با مقیاس یکی از فاکتورهای مهم و حیاتی در طراحی مد      

از جمله باشد. میانرژی اتلاف توان مصرفی و  کاهش یئلهسم ،بزرگبسیار 

ی ترانزیستورهای زیاد، کاهش اندازهبه هدر رفتن انرژی در مدارها: تعداد  علل
های غیر ، و استفاده از الماناستفاده از مواد نامناسب در ساخت ترانزیستورها،

اخیرا، منبع دیگری برای اتلاف انرژی الکتریکی درون مدارهای  .استآل ایده
در حین  "از بین رفتن اطلاعات"که بر مبنای  ناسایی شدهشدیجیتالی 

، شخصی به نام 1691ی . در اوایل دههباشدمیپردازش درون مدار 
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